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- - - Формы пром. атт. з.е. Итого акад.часов 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Семест Семест Семест Семест Семест Семест Семест Семест 

Считать в 

плане 

 

Индекс 
 

Наименование 
Экза 

мен 

 

Зачет 
Зачет с 

оц. 

Рефе 

рат 

Экспер 

тное 

 

Факт 
Экспер 

тное 

По 

плану 

Конт. 

раб. 

 

Ауд. 
 

СР 
Конт 

роль 

Пр. 

подгот 

 

з.е. 
 

з.е. 
 

з.е. 
 

з.е. 
 

з.е. 
 

з.е. 
 

з.е. 
 

з.е. 

1.Научный компонент 204 204 7344 7344 2 2 6993 349  24 17 30 25 26 25 30 27 

1.1.Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 164 164 5904 5904   5904   18 14 24 21 20 19 24 24 

+ 1.1.1 
Научная деятельность, направленная на 

подготовку диссертации к защите 

    
164 164 5904 5904 

  
5904 

  
18 14 24 21 20 19 24 24 

+ 1.1.1.1(Н) 
Научная деятельность, направленная на 

подготовку диссертации к защите 

    
92 92 3312 3312 

  
3312 

  
18 14 

 
21 20 19 

  

+ 1.1.1.2(Н) 
Научная деятельность, направленная на 

подготовку диссертации к защите 

    
72 72 2592 2592 

  
2592 

    
24 

   
24 24 

1.2.Подготовка публикаций и(или) заявок на патенты 18 18 648 648   648   3 1 3 1 3 3 3 1 

+ 1.2.1 
Подготовка публикаций и (или) заявок, 

предусмотренных ФГТ 

    
18 18 648 648 

  
648 

  
3 1 3 1 3 3 3 1 

 

+ 
 

1.2.1.1(Н) 
Подготовка публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации 

     

12 
 

12 
 

432 
 

432 

   

432 

   

3 
 

1 
 

3 
 

1 

   

3 
 

1 

 

+ 
 

1.2.1.2(Н) 
Подготовка публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации 

     

6 
 

6 
 

216 
 

216 

   

216 

       

3 
 

3 

  

1.3.Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 22 22 792 792 2 2 441 349  3 2 3 3 3 3 3 2 

+ 1.3.1(К) 
Промежуточная аттестация по этапам 
выполнения научного исследования 

  123456 
78 

 
22 22 792 792 2 2 441 349 

 
3 2 3 3 3 3 3 2 

2.Образовательный компонент 33 33 1188 1188 282 282 616 284  6 13  5 4 5   

2.1.Дисциплины (модули) 15 15 540 540 270 270 264   4 3  3 2 3   

+ 2.1.1 История и философия науки    111 3 3 108 108 54 54 51   3        

+ 2.1.2 Иностранный язык    222 3 3 108 108 52 52 53   1 2       

+ 2.1.3 Педагогика высшей школы     1 1 36 36 32 32 4    1       

+ 2.1.4 
Специальная дисциплина "Физика 

полупроводников" 

    
3 3 108 108 64 64 44 

       
3 

  

+ 2.1.4.1 
Физические науки, энергетика и 

электротехника 

    
1 1 36 36 32 32 4 

       
1 

  

+ 2.1.4.2 
Специальная дисциплина "Физика 

полупроводников" 

    
2 2 72 72 32 32 40 

       
2 

  

+ 2.1.5(Ф) Факультативные дисциплины  25   4 4 144 144 66.5 66.5 60 17.5  1 1   2    

+ 2.1.5.1(Ф) Иностранный язык в профессиональной сфере 
 

2 
  

2 2 72 72 34.25 34.25 29 8.75 
 

1 1 
      

+ 2.1.5.2(Ф) Проведение патентных исследований  5   2 2 72 72 32.25 32.25 31 8.75      2    

+ 2.1.6 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 
    

3 3 108 108 36 36 72 
     

3 
    

+ 2.1.6.1 Физика твердого тела     3 3 108 108 36 36 72      3     

- 2.1.6.2 Физика полупроводниковых наносистем     3 3 108 108 36 36 72      3     

+ 2.1.7 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 
    

2 2 72 72 32 32 40 
      

2 
   

+ 2.1.7.1 Физика кванторазмерных структур     2 2 72 72 32 32 40       2    

- 2.1.7.2 Физика неупорядоченных полупроводников     2 2 72 72 32 32 40       2    

2.2.Практика 6 6 216 216   216    6       

+ 2.2.1(П) Педагогическая практика     6 6 216 216   216    6       

2.3.Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 12 12 432 432 12 12 136 284  2 4  2 2 2   

+ 2.3.1 Зачет педагогика высшей школы  2   1 1 36 36 0.25 0.25 27 8.75   1       

 

+ 
 

2.3.2(К) 

Кандидатский экзамен по специальности 
"Специальная дисциплина "Физика 
полупроводников"" 

 

6 

    

2 
 

2 

 

72 
 

72 
 

3 
 

3 
 

16 
 

53 

       

2 

  

+ 2.3.3 Зачет с оценкой по педагогической практике 
  

2 
 

1 1 36 36 2.25 2.25 25 8.75 
  

1 
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- - - Формы пром. атт. з.е. Итого акад.часов 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Семест Семест Семест Семест Семест Семест Семест Семест 

Считать в 

плане 

 

Индекс 
 

Наименование 
Экза 

мен 

 

Зачет 
Зачет с 

оц. 

Рефе 

рат 

Экспер 

тное 

 

Факт 
Экспер 

тное 

По 

плану 

Конт. 

раб. 

 

Ауд. 
 

СР 
Конт 

роль 

Пр. 

подгот 

 

з.е. 
 

з.е. 
 

з.е. 
 

з.е. 
 

з.е. 
 

з.е. 
 

з.е. 
 

з.е. 

+ 2.3.4(К) 
Кандидатский экзамен "История и философия 
науки" 

1 
   

2 2 72 72 3 3 16 53 
 

2 
       

+ 2.3.5(К) Кандидатский экзамен "Иностранный язык" 2    2 2 72 72 3 3 16 53   2       

+ 2.3.6 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 
 

4 
  

2 2 72 72 0.25 0.25 18 53.75 
    

2 
    

+ 2.3.6.1 Зачет "Физика твердого тела"  4   2 2 72 72 0.25 0.25 18 53.75     2     

- 2.3.6.2 Зачет "Физика полупроводниковых наносистем" 
 

4 
  

2 2 72 72 0.25 0.25 18 53.75 
    

2 
    

+ 2.3.7 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 
 

5 
  

2 2 72 72 0.25 0.25 18 53.75 
     

2 
   

+ 2.3.7.1 Зачет "Физика кванторазмерных структур"  5   2 2 72 72 0.25 0.25 18 53.75      2    

- 2.3.7.2 
Зачет "Физика неупорядоченных 

полупроводников" 

 
5 

  
2 2 72 72 0.25 0.25 18 53.75 

     
2 

   

3.Итоговая аттестация 3 3 108 108 2.35 2.35 52 53.65         3 

+ 3.1 Итоговая аттестация     3 3 108 108 2.35 2.35 52 53.65         3 
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